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(54) 고온 초전도체 막을 위한 불소중합체 보호층 및 그의 광-성형 방법(FLUORO POLYMER  PROTECTANT 
LAYER FOR HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTOR FILM AND PHOTO-DEFINITION THEREOF)

요약

본 발명은 무정형 불소중합체 테플론  T-1 AF를 패턴화하고, 고온 초전도체 막을 부동태화하는 방법 

및 무정형 불소중합체  테플론  T-2 막을 갖는 개선된 전자 장치를 공개한다.

대표도

도3

명세서

고온 초전도체 막을 위한 불소중합체 보호층 및 그의 광-성형 방법(FLUOROPOLYMER  PROTECTANT LAYER FOR 
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HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTOR FILM AND PHOTO-DEFINITION THEREOF)

[도면의 간단한 설명]

제3도는 제2a도 및 제2c도의 공진기를 위한 순환 전력에 대한 무부하 Q값의 그래프를 도시한다.

"본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음"

(57) 청구의 범위

청구항 1 

a) 기판 상에 연속 무정형 불소중합체 막을 형성하는 단계; b) 무정형의 불소중합체 막의 표면을 산소 플
라즈마에 노출시켜 접착을 촉진하는 단계; c) 무정형 불소중합체 막의 접착 촉진된 표면을 포토레지스트 
층으로 피복하는 단계; d) 화학선 복사에 대한 영상 노출로써 포트레지스트 층 내 잠복 영상 패턴을 형성
하는 단계; e) 무정형 불소중합체 막 위에 패턴화 포트레지스트 층을 형성하기 위해 영상 포트레지스트 
층을 현상하는 단계; f) 무정형 불소중합체 막을 패턴화 포트레지스트 층을 통해 반응성 이온 에칭 또는 
이온 빔 에칭에 의해 에칭하는 단계; 및 g) 선택적으로, 유기 용매에 의해 또는 산소 플라즈마 에칭에 의
해 포트레지스트를 스트립핑하는 단계를 포함함을 특징으로 하는 패턴화 무정형 불소중합체 막을 생성하
는 방법.

청구항 2 

a) 지지체 상에 침착된 두 개의 분리된 고온 초전도성 박막 사이에 배치된 유전성 소자, 및 b) 공진기 구
성 요소를 고정하는 수단 및 자기 쌍극자 커플링을 위한 수단을 갖는 외부 인클로져를 포함하는 공진기로
서, 무정형 불소중합체 층이 유전성 소자와 각각의 고온 초전도성 막 사이에 배치된 것을 특징으로 하는 
개선된 마이크로파 유전성 공진기.

청구항 3 

a) 고온 초전도성 박막을 포함하는 시그널 층이 침착된 기판, b) 막 상에 형성된 전도성 금속 접촉 패드
를 포함하는 하나 이상의 접촉점, 및 c) 고온 초전도성 막을 피복하고 접촉 패드는 노출시키는 하나 이상
의 패턴화 유전성 층을 포함하는 라디오 주파수 장치로서, 유전성 층으로서 무정형 불소중합체를 사용하
는 것을 특징으로 하는 개선된 라디오 주파수 장치.

청구항 4 

무정형 불소중합체 층을 침착시키는 것을 포함함을 특징으로 하는 고온 초전도성 막의 부동태화 방법.

청구항 5 

제1항에 있어서,  무정형 불소중합체가 4,5-디플루오로-2,2-비스(트리플루오로메틸)-1,3-디옥솔과 테트라
플루오로에틸렌의 공중합체인 방법.

청구항 6 

제1항에 있어서,  기판 또는 초전도성  막이 YBaCuO(123),TlBaCaCuO(2212), TlBaCaCuO(2223), 
TlPbSrCaCuO(1212), TlPbSrCaCuO(1223), 또는 BiSrCaCuO(2223) 으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 방
법.

청구항 7 

제1항에 있어서, 기판이 란타늄 알루미네이트. 이트륨 안정화 지르코니아, 사파이어, 수정, 산화 마그네
슘 또는 스트론튬 티타네이트로 이루어진 군으로부터 선택되는 지지체 상에 존재하는 방법.

청구항 8 

제2항에 있어서,  무정형 불소중합체가 4.5-디플루오로-2.2-비스(트리플루오로메틸)-1,3-디옥솔과 테트라
플루오로에틸렌의 공중합체인 공진기.

청구항 9 

제2항에  있어서,   기관  또는  초전도성  막이  YBaCuO(123),  TlBaCaCuO(2212),   TlBaCaCuO(2223), 
TlPbSrCaCuO(1212), TlPbSrCaCuO (1223), 또는 BiSrCaCuO(2223)으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 공
전기.

청구항 10 

제2항에 있어서, 지지체가 란타늄 알루미네이트, 이트륨 안정화 지르코니아, 사파이어, 수정, 산화 마그
네슘 또는 스트론튬 티타네이트로 이루어진 군으로부터 선택되는 공진기.

청구항 11 

제2항에 있어서, 유전성 소자가 강유전성 또는 반강유전성 물질이고 부가로 공진 주파수가 변하도록 상기 
물질의 유전 상수를 변화시킴으로써 장치를 동조시키기 위해 상기 물질 내 전기장을 인가하는 제어 회로
를 포함하는 공진기.

청구항 12 
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제3항에 있어서,  무정형 불소중합체가 4,5-디플루오로-2,2-비스(트리플루오로메틸)-1,3-디옥솔과 테트라
플루오로에틸렌의 공중합체인 장치.

청구항 13 

제3항에 있어서,  기판 또는 초전도성 막이 YBaCuO(123), TlBaCaCuO(2212), TlBaCaCuO(2223), 
TlPbSrCaCuO(1212),  TlPbSrCaCuO(1223),  또는  BiSrCaCuO(2223)으로  이루어지는  군으로부터  선택되는 
장치.

청구항 14 

제3항에 있어서, 기판이 란타늄 알루미네이트, 이트륨 안정화 지르코니아, 사파이어, 수정, 산화 마그네
슘 및 스트론튬 티타네이트로 이루어진 군으로부터 선택되는 지지체 상에 존재하는 장치.

청구항 15 

제4항에 있어서, 무정형 불소중합체가 4,5-디플루오로-2, 2-비스(트리플루오로메틸)-1, 3-디옥솔과 테트
라플루오로에틸렌의 공중합체인 방법.

청구항 16 

제4항에 있어서,  기판 또는 초전도성 막이 YBaCu(O23), TlBaCaCuO(2212), TlBaCaCuO(2223), 
TlPbSrCaCuO(1212), TlPbSrCaCuO(1223), 또는 BiSrCaCuO(2223) 으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 방
법.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

    도면3
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